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After describing briefly the principle and techniques of巴llipsometry，we show the instrumentation of 
simple and economical ellipsometer， which is composed of a He-Ne gas laser light source， polarizer， qu呂ter
wave plate， reflecting surface， analyzer and a cadmium sulfide photodetector. With this巴llipsometer，mea-
surements for the thin films on silicon such as thermally or anodically grown Si02 are mad巴， and the accuracy 
















































R T12(t) + r23(T)e-zsn i 
12(戸)二1+r12(戸)r23(t)e -i8 





( 1 ) 
He-Neレーザー・エリブソメーターの試作とそのシリコン上薄膜の測定への応用 815 
同様に平行に振動する成分波に対しては
R12( ，Ç )=~12(S) 十円3(S)eーは _ D 
12(S) -1十 r12(S)r23(S)e~ i8 = K(S) e -， ( 2 ) 
である。こ、でSは光が薄膜内を通過するとき受ける位相の変化で次式で定義される。
o=4π吋 cosφzニペイ)尻弓雨2O1 ( 3 ) 
また， f12， f23は各相聞でのフレネルの反射係数である。相対的位相と振巾の変化は，P?皮に対
する S波のフレネル反射係数の比で、表わされ，その結果
ρ=丘盟pl= If_.(t) e i(Jp~J，) 二 tanψe iJ
R12( s) R(s) 
となる。これがエリブソメトリーの基本式である。
エリプソメーター
























tan LI = sinβtan(π/2-2Po) 
cos2L三 cosβcos2P。
(283) 
( 5 ) 
( 6 ) 
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lll， k1 二 薄膜の光学定数
d = 薄膜の膜厚




ρニ tan'lT e'企ニ f(rpl， n1， A， Nz， N3， d) (8 ) 
である。一般の解析では薄膜に対する山と dのみを未知とし，他の全てのパラメーターは既知
と仮定して計算される。透明な膜に対しては k1= 0であリ， 1つの入射角に対する測定で充分
であるが，吸収性の模では k1も未知数となり 'lT，ム二つの 360 
値から nl，kl， dの三つの未知数を求めるには異なった入
射角でのもう一つの組の Vとムの値が必要である。この































































β二子d(ns~nf) 但し， :^波長， d 厚さ ns:常光線に対す
る屈折率，nf:異常光線に対する屈折率，であ
るから， β=π12となるように厚さを調節すれば望みの波長に対する託波長板が得られる。本装



















































































































来、会-ー ・ー- ・ー J2:l叫1.4-7 
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